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 低温プラズマ技術は、エッチング・成膜・表面改質など半導体製造の前工程の70%

にも使用されている。近年はプラズマ支援原子層エッチング(PEALE)・プラズマ支援

原子層堆積(PEALD)の発展と実用化が特に顕著である。本講演では、半導体プロセス

プラズマ中の素過程制御の重要性に視座をおいて講演する。先ず、原料ガスの選択が

重要である。例えば、硬質カーボン薄膜堆積においては、膜中のC/Hが高いほど硬く

なる傾向にある。このことから、原料ガスはC/Hが小さいCH4よりC2H2を用いた方が高

い高度を実現しやすい。また、原料分子にベンゼン環が多数含まれる場合には、ベン

ゼン環が膜中に取り込まれやすくなり、C/Hは低くなる傾向にある。次に、原料ガス

の電子衝突解離で生成するラジカルの種類の選択が重要になる。CH4を原料ガスに用

いた場合では、電子衝突解離でCH3、CH2、CH、Cの4種類のラジカルが生成される。表

面付着確率は、CH3が小さく、Cは大きい。トレンチなどの複雑形状表面に、高い表面

被覆率で成膜するためには、表面付着確率が小さいCH3を主な成膜前駆体とするのが

望ましい。これら２つの方向性の違いから、硬質カーボン薄膜をトレンチに高い被覆

率で形成することが難しいことになる。そこで、これ以外の道を探ることになる。こ

のようなアプローチとして，非従来型プラズマ生成による制御である。パルスプラズ

マ、振幅変調RF放電プラズマ、これらを包含する任意波形励起プラズマがある。同様

に素過程制御は、プラズマエッチングに対しても極めて重要である。 
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